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非局所性は空間的に隔たった量子系の相関として表れる量子力学の基本的性質である。量子も

つれ光子については多くの検証実験が行われてきたが、固体素子中での高精度検証は実験的に困

難であった。しかし近年、スピン一重項状態のクーパー対を別々の電子に分裂させることにより

量子もつれを生成することが可能であることから、超伝導体／量子ドット接合での実験的検証が

報告されている[1]。本研究ではそれらとは異なり、グラフェン（G）／超伝導体（S）接合での量

子もつれ生成を目指した。SG 接合系内での量子もつれ状態発生に関する理論的報告はあるが[2]、

その実験的検証は行われていない。そこで我々は、試料作製技術開発と試料の評価を行った。 

試料は、グラフェン（G1）／超伝導体（S）

／グラフェン（G2）接合である（図 1）。G1 と

G2の電子状態を独立に制御するために 2つのト

ップゲート電極 TG1、TG2 をそれぞれのグラフ

ェン直上に配置した。T = 20mKで測定した G1

の抵抗値 RG1のトップゲート電圧 VTG1・バック

ゲート電圧 VBG依存性を図 2 に示す。ゲート電

圧印加によって G1 中のフェルミエネルギーが

変調され、任意の状態に制御することができて

いる。同様の結果は G2 においても観測されて

おり、G1と G2の電子状態をそれぞれ独立に制

御可能であることがわかる。本講演では、この

結果をもとに行った非局所抵抗測定の結果と

そのゲート電圧変化についても報告する。 

本研究は、文部科学省ナノテクノロジープラ
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図 2 抵抗 RG1の VTG1、VBG依存性 
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図 1 試料断面図 
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